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Aby unikn¹Ê przykrych
skutkÛw zwi¹zanych z†nie-
w³aúciw¹ polaryzacj¹, najle-
piej jest zastosowaÊ zabezpie-
czenie, ktÛre uchroni urz¹-
dzenie w†przypadku b³Ídnej
polaryzacji. Na rys. 1†przed-
stawiono rÛøne sposoby re-
alizacji takiego zabezpiecze-
nia. Wszystkie rozwi¹zania
umoøliwiaj¹ ìprzepuszcza-
niaî pr¹du tylko w†jedna
stronÍ, rÛøni¹ siÍ jednak
spadkami napiÍÊ na elemen-
tach zabezpieczaj¹cych,
a†tym samym moøliwoúciami
stosowania ich w†rÛønych
urz¹dzeniach. Test wszyst-
kich uk³adÛw zosta³ przepro-
wadzony przy napiÍciu zasi-
lania rÛwnym 9†V, a†pr¹d po-
bierany przez odbiornik wy-
nosi³ 200 mA.

Na rys. 1a przedstawiono
typowy uk³ad z†diod¹ pros-
townicz¹. Gdy polaryzacja
jest prawid³owa (do anody
jest do³¹czony plus zasila-
nia), to dioda przewodzi i†od-
biornik zostaje zasilony. Ze
wzglÍdu na zastosowanie dio-
dy krzemowej na jej struktu-
rze powstaje spadek napiÍcia

rÛwny 0,8 V. Przy wykorzys-
taniu tego uk³adu w†urz¹dze-
niu zasilanym bateryjnie jest
to znaczny spadek i†w†zasa-
dzie uk³ad ten nadaje siÍ je-
dynie do urz¹dzeÒ zasilanych
z†zasilacza.

Uk³ad przedstawiony na
rys. 1b dzia³a na tej samej za-
sadzie jak uk³ad z†rys. 1a, lecz
dziÍki zastosowaniu diody
Schottky'ego spadek napiÍcia
jest mniejszy i†wynosi 0,35 V.

Na rys. 1c przedstawiono
takie nieco inny sposÛb w³¹-
czenia diody, dziÍki ktÛremu
nie ma øadnego spadku na-
piÍcia. Uk³ad ten szczegÛlnie
nadaje siÍ do zastosowania
w†uk³adach zasilanych bate-
ryjnie, gdyø nie wprowadza
øadnych strat, a†odwrotne
pod³¹czenie baterii spowodu-
je, øe ca³y pr¹d pop³ynie
przez diodÍ, powoduj¹c prze-
palenie bezpiecznika F.

Innym sposobem zabez-
pieczenia jest zastosowanie
tranzystora polowego, ktÛry
zapewnia uzyskanie niewiel-
kiego spadku przy jego szere-
gowym w³¹czeniu z†napiÍ-
ciem zasilania. Na rys. 1d

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Przy uruchamianiu

urz¹dzeÒ czÍsto
zachodzi potrzeba

do³¹czania i†od³¹czania
napiÍcia zasilaj¹cego, co

niesie ze sob¹ ryzyko
odwrotnego do³¹czenia

tego napiÍcia,
a†w†konsekwencji

uszkodzenia pracuj¹cych
uk³adÛw. Takøe podczas
uøytkowania urz¹dzeÒ
zasilanych bateryjnie
istnieje duøe ryzyko

odwrotnego pod³¹czenia
ogniw zasilaj¹cych.

Rys. 1. Sposoby zabezpieczania urządzeń przed odwrotną polaryzacją

przedstawiono uk³ad z†zasto-
sowaniem tranzystora MOS
z†kana³em typu P. Tranzystor
ten jest w³¹czony w†obwÛd
ìplusaî napiÍcia zasilaj¹cego.
W†przypadku prawid³owej
polaryzacji napiÍcia zasilaj¹-
cego pr¹d p³ynie poprzez dio-
dÍ znajduj¹c¹ siÍ we wnÍtrzu
tranzystora oraz przez kana³
tranzystora, ktÛry jest w†sta-
nie przewodzenia, gdyø jego
bramka (G) jest na niøszym
potencjale niø ürÛd³o (S).
Tranzystor IRF9540 w†stanie
przewodzenia ma rezystancjÍ
pomiÍdzy ürÛd³em (S) a†dre-
nem (D) rÛwn¹ oko³o 0,15 Ω,
co przy pobieranym pr¹dzie
przez odbiornik powoduje
spadek napiÍcia wynosz¹cy
30 mV. Jest to znacznie
mniejsza wartoúÊ niø w†przy-
padku zastosowania szerego-
wo w³¹czonej diody. Uk³ad
nadaje siÍ wiÍc do urz¹dzeÒ
zasilanych bateryjnie i†ma
przewagÍ nad uk³adem po-
kazanym na rys. 1c, gdyø
odwrotne pod³¹czenia bate-
rii nie powoduje ich roz³a-
dowania.

Inn¹ konfiguracj¹ zabez-
pieczenia przed odwrotn¹ po-
laryzacj¹ jest wykorzystanie
tranzystora MOS typu N.
Uk³ad taki przedstawiono na
rys. 1e. Podobnie jak w†po-
przednim uk³adzie tranzystor
jest w³¹czony w†szereg, ale
w†ìminusieî zasilania. Zasa-
da dzia³ania tego zabezpie-
czenia jest taka jak poprzed-
nio, jednak zastosowany tran-
zystor BUZ11A charakteryzu-
je siÍ mniejsz¹ rezystancj¹
dren-ürÛd³o, ktÛra wynosi
0,045 Ω. Stosowanie uk³adÛw
z†tranzystorami MOS wyma-
ga, aby napiÍcie zasilaj¹ce by-
³o wyøsze od oko³o 4†V.
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